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1 Einführung 

SOI: Silicon-On-Insulator 

Isolatorschicht im Substrat 

 

Ziel: 

Reduzierter Platzbedarf 

Geringere Leistungsaufnahme 

Höhere Geschwindigkeit 
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2 Geschichte 

 Idee in den 60er-Jahren 

 Erste Schaltungen SOS 

 Forschung an SOI seit 1966 

 Erste funktionstüchtige Schaltung 1978 

 Viele  verbleibende Probleme durch Forschung 

und techn. Fortschritt gelöst 

 1997 erste MPUs großer Hersteller (Mitsubishi, 

IBM) 

 Heute SOI weit verbreitet 

 



Folie 5 von 11 

3 Herstellung 

 SIMOX 

Aus[1] 
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3 Herstellung 

 UNIBOND 

Aus[1] 
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4 Vorteile 

 Vernachlässigbare Drain/Source-Substrat 

Kapazitäten 

Aus[1] 
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4 Vorteile 

 Herkömmlicher CMOS-Inverter 
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4 Vorteile 

 SOI-CMOS Inverter 
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5 FD-PD MOSFET 

 Fully Depleted 

MOSFET 

 Partially Depleted 

MOSFET 
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